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Описаны механизмы самоорганизации ансамблей дефектов в облученных деформируемых материалах с 
учетом неидеальности диффузионных потоков на основе системы нелинейных уравнений диффузионного 
типа. Установлена принципиальная возможность возникновения диссипативной дефектной структуры, в том 
числе и колебательного режима. 

1. ВВЕДЕНИЕ
Характерными  особенностями  материалов  при 

сильных  пластических  деформациях  и  облучении 
является  их  сильная  структурная  неоднородность, 
обусловленная  формированием  пространственных 
структур  различного  типа,  а  также  повышенный 
уровень напряжений, связанный с деформационным 
упрочением [1]. В настоящее время при исследова­
нии вопросов физики развитой пластической дефор­
мации основное внимание уделяется эволюции де­
фектной структуры [2,3,4].

При больших деформациях или облучении плот­
ность дефектов в материалах оказывается настолько 
высокой, что существенным становится коллектив­
ное  поведение  ансамблей  дефектов.  Эксперимен­
тально были обнаружены несколько различных осо­
бенностей пластического течения [5,6]. Эти особен­
ности связаны с влиянием неравновесных вакансий, 
генерируемых  при  деформации:  с  одной  стороны, 
они  существенно  облегчают  скольжение  дислока­
ций, а с другой — они сами дают вклад в пластиче­
скую деформацию и  определяют  некоторые  меха­
низмы  переориентации  кристаллической  решетки. 
Принципиально важным здесь является самосогла­
сованный характер поведения ансамбля движущих­
ся дислокаций и вакансий. Обусловленное вакансия­
ми  облегчение  процесса  локального  переползания 
дислокаций приводит к усилению их генерации дви­
жущимися  дислокациями.  Автокаталитический  ха­
рактер такого процесса может привести к развитию 
ротационно-сдвиговой неустойчивости пластическо­
го  течения,  например,  при образовании полос ми­
кросброса. 

Теоретическое исследование указанных особен­
ностей обычно проводится на основе двух подходов. 
Первый основан на рассмотрении микромеханизмов 
дислокационно-вакансионного  взаимодействия, 
включающих  процессы  генерации  и  размножения 
вакансий и дислокаций, их аннигиляции и поглоще­
ния стоками, которые определяются особенностями 
микроструктуры  сплавов,  условиями  деформации. 
Второй  подход  является  феноменологическим,  в 

рамках которого определяется структура уравнений, 
как  правило,  диффузионного  типа  и  нелинейных 
[4,6]. Оба таких подхода имеют определенные недо­
статки,  которых частично можно избежать их сов-
местным  использованием.  При  таком  совместном 
методе основные уравнения выводятся феноменоло­
гически, каждое слагаемое которого рассматривает­
ся отдельно в рамках микроскопических представле­
ний [4]. 

С  развитием зоны локализованной деформации 
нарастает плотность дефектов и начинает реализо­
вываться режим, при котором возникает необходи­
мость  рассмотрения  коллективного  поведения  де­
фектов.  На такой стадии обычно используется  си­
нергетический  подход,  хорошо  разработанный  в 
[7,8] и примененный для дислокационного ансамб­
ля, например, в [9]. 

В данной работе на основании феноменологиче­
ской теории дислокационно-диффузионной кинети­
ки [4] выявлены новые особенности механизмов по­
тери  структурной  устойчивости,  обусловленные 
неидеальностью диффузии дефектов в облученных 
деформируемых материалах.  Учет  такого  рода  от­
клонения от идеальной диффузии проведен по прин­
ципу, изложенному в [10]. 

2. СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ МОДЕЛИ ДИС­
ЛОКАЦИОННО-ВАКАНСИОННОГО 

АНСАМБЛЯ
Будем считать, что плотность подвижных дисло­

каций  и  концентрация  неравновесных  вакансий  в 
образце  зависят  от  времени  t и  пространственной 
координаты x: ρ=ρ(x,t), n=n(x,t). 

Для описания процессов, происходящих при де­
формации облученного материала и приводящих к 
образованию различных структур или неустойчиво­
стей, предлагается следующая система:
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∂ ρ
∂ t

=w11 ρ−w12 n−Bρ2B1n2CρnDd
∂2 ρ
∂ x2−D2d

∂4 ρ
∂ x4 ,

∂n
∂ t

=w21 ρ−w22 nF1 n2F 2 ρ2FρnDv
∂2n
∂ x2−D2v

∂4 n
∂ x4 .

¿
{¿ ¿¿

¿
(1)

Знаки  перед  всеми  слагаемыми  в  (1)  выбраны 
так, что бы все коэффициенты были положительны­
ми. Рассмотрим их происхождение по отдельности.

Скорость изменения  ρ и  n можно представить в 
виде:

∂ ρ
∂ t

=∂ ρ
∂ t diff

∂ ρ
∂ t kin

 и 

∂n
∂ t

=∂ n
∂ t diff

∂ n
∂ t kin

,

где   ∂∂ t diff
 – части изменения плотности и кон­

центрации, обусловленные диффузионными процес­

сами,  а   ∂
∂ t kin

 –  части изменения  плотности  и 

концентрации,  обусловленные  однородными  кине­
тическими процессами. 

Рассмотрим сначала происхождение диффузион­
ных  частей.  Наличие  пространственных  производ­
ных 4-го порядка в уравнениях диффузионного типа 
неоднократно обсуждалось в литературе. В частно­
сти, в [11] были приведены выражения для коэффи­
циентов диффузии Dd первого и  D2d второго поряд­
ков  винтовых  дислокаций.  В  [3]  было  последова­
тельно показано, что неидеальность диффузионных 
процессов приводит к появлению в уравнении слага­
емых с пространственными производными 4-го по­
рядка с указанными в (1) знаками. Появление в ма­
териале  пространственно-неоднородных  диффу­
зионных потоков дефектов может быть обусловлено 
неоднородным характером размножения и  анниги­
ляции этих дефектов: 

J d=−Dd
∂ ρ
∂ x

D2d
∂3 ρ
∂ x3 , 

J v=−D v
∂ n
∂ x

D2v
∂3 n
∂ x3 .

Тогда диффузионная часть уравнений (1) получа­
ется  после  подстановки  этих  потоков в  уравнения 
балансов:

∂ ρ
∂ t diff

=− ∂
∂ x

J d , ∂n
∂ t diff

=− ∂
∂ x

J v .

Структура  кинетических  частей  предложена  в 
[4], поэтому ограничимся только описанием смысла 
каждого  из  входящих в  (1)  слагаемых.  Источники 

дислокационного типа описываются слагаемым w11ρ
,  где факт роста плотности дислокаций в процессе 
деформации обусловливает положительность коэф­
фициента w11. Слагаемое −w12n соответствует распа­
ду дислокаций на вакансии, слагаемое В1n2 – процес­
сам превращения комплексов вакансий в подвижные 
дислокации. Квадратичное слагаемое  −Вρ2  обуслов­
лено  процессами  аннигиляции  дислокаций.  Пере­
крестные слагаемые  Сρn и  Fρn характеризуют раз­
множение  дислокаций  в  результате  их  взаимодей­
ствия  с  вакансиями  и  генерацию  вакансий  вслед­
ствии  взаимодействия  с  дислокациями  соответ­
ственно.  Положительность  коэффициентов  С и  F 
обусловлена необходимостью реализации автоката­
литического режима размножения подвижных дис­
локаций и вакансий. Линейные слагаемые  w21ρ и  −
w22n учитывают  рождение  вакансий  подвижными 
дислокациями  и  превращение  вакансий  в  подвиж­
ные дислокации соответственно. Вклады F1n2  и F2ρ2 

отражают размножение вакансий при их столкнове­
нии и образование вакансий при аннигиляции крае­
вых  дислокаций  противоположного  знака  при  их 
скольжении по соседним плоскостям соответствен­
но.

Введем далее линейные дифференциальные опе­
раторы 4-го порядка:

Ld ,v=
∂2

∂ x2−K d , v
∂4

∂ x4 , (2)

где положительный коэффициент  Kd,v=D2d,v/Dd,v есть 
отношение  коэффициентов  диффузии  второго  по­
рядка к коэффициентам диффузии первого порядка 
для дислокаций и вакансий. 

Следуя [4], пренебрегаем F1,  F2,  B1 в (1) и полу­
чаем основную систему уравнений модели:

∂ ρ
∂ t

=w11 ρ−w12 n−Bρ2CρnDd
Ld [ ρ] ,

∂ n
∂ t

=w21 ρ−w22 nFρnDv Lv[ n ] .

¿
{¿ ¿¿

¿
(3)

Для анализа системы (3) удобно прейти к безраз­
мерным времени и координате: x '= xw11 /Dv , t′
=tw11. Также можно ввести безразмерные плотности 
дислокаций и вакансий соответственно: ρ′=ρВ/w11, n′
=nВ/w22.  В результате, опуская штрихи в обозначе­
ниях,  систему (3)  можно записать в  безразмерном 
виде:
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∂ ρ
∂ t

=ρ−a12 n−ρ2αρ nDLd [ ρ ] ,

∂ n
∂ t

=a21 ρ−a22 nβρ nLv [ n ] ,

¿
{¿ ¿¿

¿

(4)

где  введены  безразмерные  (положительные)  коэф­
фициенты:  a12=w12w22/w11

2,  a21=w21/w11,  a22=w22/w11,  α
=Cw22/Bw11, β=F/B, D=Dd/Dv. В операторе (2) в систе­
ме (4) также введен безразмерный коэффициент  K′
d,v=Kd,vw11/Dv (штрих в дальнейшем также будет опус­
каться).

3. СТАЦИОНАРНЫЕ СОСТОЯНИЯ
Стационарные однородные состояния, т.е. стаци­

онарные точки (ρ0, n0) системы (4), определяются из 
условий равенства нулю всех производных, что при­
водит к системе алгебраических уравнений:

ρ0−a12 n0− ρ0
2αρ0 n0=0, 

a21 ρ0−a22 n0βρ0n0=0 .
¿

{¿ ¿¿
¿

.

Из этой системы легко находятся стационарные 
точки:

n0
±=

a21 ρ0
±

a22−βρ0
± ; (5)

ρ0
±= 1

2β { βa22−αa 21±[ βa 22−αa21 
2−4βa 22−a12a 21]

1/2}.
(6)

Нулевая стационарная точка (0,0) не рассматри­
вается как не имеющая физического смысла. Кроме 
того, по физическому смыслу следует рассматривать 
только такие значения параметров, при которых ста­
ционарные  точки  положительны.  Очевидно  также, 
что стационарные точки должны быть вещественны­
ми  величинами,  что  обеспечивается  выполнением 
условий: 

ββc
  или β βc

− , (7)
где 

βc
±=a22−a12 a21αa21±[a22−a12 a21αa21

2−a22−αa21 
2]1 /2

. (8)

Критические значения параметра (8) будут веще­
ственными при а22>a12a21/2.

Анализ стационарных точек (5), (6) показал, что 
при условии  a12a21/2<а22<a12a21 может существовать 
только  одна  стационарная  точка   ρ0

 , n0
  ,  а 

при условии а22>a12a21 могут быть две стационарные 
точки   ρ0

± , n0
±  .  На  рис.  1.  показаны области 

значений управляющих параметров  β и  а22, при ко­
торых существуют стационарные точки рассматри­
ваемой системы. 

I

I

II

a22

β

β   ( 0 )

β   ( 0 )

(+ )

(-)
c

c

a  a 12  21α a21a  a12 21/2

1

2

Рис. 1. Диаграмма допустимых значений управляю­
щих параметров (пояснения в тексте)

Линия  (1)  соответствует  зависимости 
βc
−a22 ,  а  линия (2)  − βc

a22 .  Область  I 
состоит из двух частей, разделенных запретной зо­
ной  βc

−a22 ββ c
 a22 ,  ограниченная  с 

двух сторон пунктирными линиями, и соответствует 
множеству значений параметров,  при которых мо­
жет существовать только одна стационарная точка. 
Область II отделена от области I пунктирной линией 
и  соответствует  множеству  значений  параметров, 
при которых могут существовать две стационарные 
точки. 

4. ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТРУКТУР 
ПРИ НЕИДЕАЛЬНОЙ ДИФФУЗИИ 

ДЕФЕКТОВ
Для линеаризации системы (4) вблизи этих ста­

ционарных однородных состояний (5) и (6) вводится 
вектор  Z=(Z1, Z2),  где  Z1=ρ−ρ0,  Z2=n−n0.  С  учетом 
этого линеаризованная система (4) примет вид

∂Z /∂ t=AZ , (9)

где матричный линейный оператор этой системы:

A=A11
0 DLd A12

A21 A22
0 Lv . (10)

Здесь  A11
0 =1+αn0−2ρ0,  А12=αρ0−а12,  А21=βn0+а21, 

A22
0 =βρ0−а22, причем всегда  А21>0, а знаки осталь­

ных матричных элементом могут меняться в зависи­
мости от значений параметров. Решение системы (9) 
имеет вид 

Z(х,t)=Ψ(x)exp(ωt), (11)
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где вектор  Ψ(x)=(ψd(х), ψv(х)), а  ψd(х) и  ψv(х) – соб­
ственные функции операторов Ld и Lv соответствен­
но.  Величина  ω является  собственным  значением 
матрицы:

A λd , λv =A11
0 Dλ d A12

A21 A22
0 λv . (12)

Здесь λd и λv – собственные числа операторов Ld и Lv 

соответственно. Для операторов вида (2) в [10] были 
найдены и проанализированы собственные функции 
и собственные числа. Были использованы стандарт­
ные  граничные  условия,  соответствующие  равен­
ству нулю функции Ψ(x) и ее производной на грани­
цах системы при х=±l: Ψ(l)=Ψ(−l)=Ψ′ (l)=Ψ′ (−l)=0.

Так  как  система  обладает  симметрией  относи­
тельно начала координат, то собственные функции 
данной задачи разбиваются на две составляющие: Ψ
(x)=Ψs(x)+Ψa(x), где Ψs(x) – симметричное состояние 
и  Ψа(x)  –  антисимметричное.  В  результате  такие 
собственные функции оператора (2) описывают про­
странственные распределения двух типов. (С целью 
упрощения записи формул индексы d и v в собствен­
ных  функциях  и  собственных  числах  будут  опус­
каться  там,  где  различия  между  ними  не  играют 
роли).
1) .  Квазипериодические  пространственные  струк­

туры:

ψ s x =C scos μs x−
cos μs l
ch ν s l

ch νs x ; (13-1)

ψa  x =Casin μa x−
sin μa l
sh νa l

sh νa x , (13-2)

где  Сs,a –  числовые  постоянные; 
2 2 1/ 2

, ,(1/ / )s a s aK lµ = + η ,  νs,a=ηs,a/l;  величины 
ηs являются действительными корнями уравнения

2 2 1/2 2 2 1/2th ( / ) tg( / )s s s sl K l Kη η = − + η + η , (14)

а величины  ηа являются действительными корнями 
уравнения

2 2 1/2 2 2 1/2cth ( / ) ctg( / )a a a al K l Kη η = + η + η . (15)

Собственные числа оператора вида (2) для квази­
периодических пространственных структур являют­
ся отрицательными:

λs , a
 q =−

ηs , a
2

l2 1K
ηs , a

2

l2  . (16)

2). Непериодические  пространственные структу­
ры:

ψ s x =C sch q1s x−
ch q1s l
ch q2s l

chq2s x ; (17-

1)

ψa  x =Cash q1a x−
shq1a l
shq2a l

sh q2a x , (17-

2)

где  q2s,а=ζs,а/l,  2 2 1/ 2
1 , ,(1/ / )s a s aq K l= − ζ ;  ве­

личины  ζs являются  действительными  корнями 
уравнения

2 2 1/ 2 2 2 1/ 2th ( / ) th( / )s s s sl K l Kζ ζ = − ζ − ζ , (18)

а ζа являются действительными корнями уравнения

2 2 1/2 2 2 1/2cth ( / ) cth( / )a a a al K l Kζ ζ = − ζ − ζ
. (19)

Действительные корни уравнений (18) и (19) су­
ществуют при выполнении условия 
− l /K <ζs,а< l /K . (20)

Собственные числа оператора вида (2) для непе­
риодических  пространственных  структур  (17)  при 
указанном условии являются положительными:

λs , a
 n =

ζ s , a
2

l2 1 −K
ζ s , a

2

l2  . (21)

Следует отметить, что в случае идеальности диф­
фузионных  процессов  (при  K=0)  непериодические 
пространственные  структуры  (17)  образовываться 
не могут, а  квазипериодические переходят в одно­
компонентные  периодические  структуры,  как  и 
было показано в [10] при обобщении модели Шлег­
ля. Это означает, что образование таких неоднород­
ных  пространственных  структур  обусловлено  ис­
ключительно  неоднородностью диффузионных  по­
токов дефектов в металле.

5. ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДИССИПАТИВНЫХ СТРУКТУР 

ПРИ НЕИДЕАЛЬНОЙ ДИФФУЗИИ 
ДЕФЕКТОВ

Далее нас будет интересовать, какие новые осо­
бенности и при каких режимах деформации могут 
появиться  благодаря  неидеальности  диффузии  де­
фектов. Важным здесь является вопрос о возможно­
сти образования диссипативных структур. Аналити­
чески  можно исследовать  особенности  реализации 
необходимого  условия  существования  диссипатив­
ных структур, в том числе и колебательного режима, 
описанного  в  [4,5].  Известно,  что  необходимым 
условием  того,  чтобы  в  системе  могли  образовы­
ваться  врéменные диссипативные  структуры,  яв­
ляется  различие  знаков  диагональных  элементов 
матрицы (12), т.е.  A11

0 Dλd  A22
0 λv 0 .
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Для анализа необходимого условия существова­
ния диссипативных структур собственные значения 
матрицы (12) удобно представить в виде 

ω=−γ±iΩ, (22)

где γ=− A11
0 A22

0 Dλdλv /2 ; (23)

={∣A12∣A21− A11
0 −A22

0 Dλd− λv 
2}1/2 /4

. (24)

Здесь  уже  учтено,  что  нас  будет  интересовать 
единственно возможный для вещественности  Ω ре­
жим  А12<0,  обеспечиваемый  тогда,  когда  ρ0<а12/α. 
Следует отметить, что условие ∣A12 A21∣ <0 харак­
терно для двухкомпонентных реакционных систем с 
неустойчивостями [6].

Величина  γ,  определяемая  (23),  характеризует 
экспоненциальное затухание амплитуды с течением 
времени:  если  γ>0,  то  соответствующее  состояние 
асимптотически устойчиво, а если  γ ≤ 0, то нет. Из 
(23) видно, что неустойчивость может образоваться, 
например, когда: 

1)  A11
0 0 ,  A22

0 0  и  λd<0,  λv<0;  

2) A11
0 0 , A22

0 0  и λd>0, λv>0.

Эти  режимы  характеризуются  определенными 
значениями управляющих параметров.  Другие воз­
можные  варианты,  при  которых  может  образовы­
ваться неустойчивость,  не представляет принципи­
ального интереса, так как образование неустойчиво­
сти возможно как при идеальной, так и при неиде­
альной диффузии дефектов, т.е. неидеальность диф­
фузионных  потоков  не  привносит  ничего  нового. 
Действительно, это можно рассмотреть на примере 
первого из указанных вариантов.  Для его реализа­
ции собственные числа оператора (2) должны быть 
отрицательными даже при неидеальной диффузии, 
когда этот оператор переходит при K=0 в лапласиан 
(точнее, в ∂2/∂х2 в одномерном случае), который, как 
известно, обладает  только  отрицательными  соб­
ственными числами  λ=−kn

2,  где  kn принимают дис­
кретные значения, явный вид которых определяется 
характерным размером  l и типом граничных усло­
вий. В результате неустойчивость может возникать 
при  идеальной  диффузии.  Другими  словами,  при 
указанном  режиме  неидеальность  диффузионных 
потоков дефектов не привносит ничего нового в по­
ведение системы.

Принципиально изменение характера поведения 
системы исключительно  вследствие  неидеальности 
диффузии происходит при выполнении условий (2). 
Как хорошо видно, этот случай может реализоваться 
только  при  положительных  собственных  числах 
оператора (2). Поэтому далее следует рассматривать 
только собственные числа (21) λd,v= λs , a

 n  ,  соответ­
ствующие собственным функциям (17). В случае ре­
ализации такого режима (2)  неидеальность диффу­
зионных потоков дефектов в металле будет играть 

существенную роль. Действительно, без учета диф­
фузии величина (23) будет  γ=  ∣A11

0 ∣∣A22
0 ∣/2 >0, 

что  всегда  означает  устойчивость  (асимптотиче­
скую). Эта ситуация не изменится при рассмотрении 
идеальной диффузии дефектов, так как собственные 
числа оператора Лапласа (одномерного) всегда от­
рицательны,  и  поэтому  γ=

{ ∣A11
0 ∣∣A22

0 ∣ D1  kn
2}/2 >0.  Если  же 

рассматривать неидеальные диффузионные процес­
сы, то, как отмечалось выше, для непериодических 
структур собственные числа (21) могут быть поло­
жительными. В результате появляется возможность, 
когда

γ= { ∣A11
0 ∣∣A22

0 ∣−Dλ d−λv}/2 ≤0 

при  ∣A11
0 ∣∣A22

0 ∣≤Dλdλv ,  где  λd,v= λs , a
 n  .  Дан­

ное условие означает образование структурной неу­
стойчивости, чего не могло быть в идеальной систе­
ме при рассматриваемом режиме. 

Особый  интерес  здесь  представляет  случай, 
когда γ=0, т.е. собственные значения (22) становятся 
мнимыми: ω=±iΩ. При этом можно говорить о коле­
бательном  режиме,  и  величина  Ω приобретает 
смысл частоты колебаний. Такая ситуация возможна 
только  в  системе  с  неидеальной  диффузией  при 
∣A11

0 ∣∣A22
0 ∣=Dλdλv . Подставив это условие в 

(24), можно получить:

Ω= {∣A12∣A21−Dλd−∣A11
0 ∣2}1/2

. (25)

Частота Ω будет вещественной при дополнитель­
ном условии 

Dλd−∣A12 A21∣
1/2∣A11

0 ∣Dλd∣A12 A21∣
1/2 ,  

выполнение которого всегда можно обеспечить под­
бором собственных чисел (21), так как они не зави­
сят  от  элементов  матрицы  (12).  Естественно,  что 
указанные собственные числа должны подбираться 
среди  тех,  для  которых  выполнено  соотношение 
(20). 

Проанализируем  теперь  условия,  при  которых 
будет  обеспечено  выполнение  режима  (2),  когда 
A11

0 0 ,  A22
0 0 ,  совместно с  А12<0. Последние 

два неравенства приводят к одному и тому же соот­
ношению между управляющими параметрами: а22<β
а12/α.  Условие  A11

0 0  приводит  к  ограничению 

a22
−a22a 22

 , где

a22
±=a12a21β /α ±∣a21− β /α∣{a12 a12−α }1/2

. 

Эти величины вещественны при  а12>α.  Совместное 
выполнение указанных условий приводит к соотно­

шению 
a22
−a22¿

¿
βа12/α, которое возможно при 
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выполнении  βαa 21 1a12 /a12−α   или 

βαa 21 1 −a12/a12−α  . Эти условия соче­
таются с требованием (7), необходимым для веще­
ственности стационарных точек.

Все это означает, что при выполнении указанных 
соотношений  между  параметрами  зависимость  от 
времени решений системы (9) является осциллирую­
щей: Z(x,t)=Ψs,a(x)exp(±iΩt), где частота определяет­
ся выражением (25),  а пространственное распреде­
ление Ψs,a(x)= ψ s , a

 d  , ψ s , a
 v    определяется (17). 

6. ВЫВОДЫ
В  рамках  комплексного  феноменологического 

подхода предложена теория коллективной динамики 
ансамблей  дефектов  в  облученном  материале,  ис­
пользующая систему нелинейных уравнений с про­
странственными производными четвертого порядка. 
Появление  производных  четвертого  порядка  обу­
словлено  неидеальностью  диффузионных  потоков 
дефектов.  Отклонение от  закона  Фика  происходит 
вследствие неоднородного характера размножения и 
аннигиляции  взаимодействующих  дефектов  в  ан­
самбле.  Показано,  что  неидеальность  диффузион­
ных потоков дефектов является основным фактором 
в образовании диссипативных структур, в том числе 
и колебательного режима. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке 
грантов  БелГУ, CRDF VZ-010-0,  РФФИ №  03-02-
16263, № 03-02-17695.
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ОСОБЛИВОСТІ САМООРГАНІЗАЦІЇ ДИСЛОКАЦІЙНО-ВАКАНСІЙНОГО АНСАМБЛЮ 
В ОПРОМІНЕНИХ МАТЕРІАЛАХ, ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ

В.В. Красільніков, В.Ф. Клєпіков, С.Е. Савотченко, О.О. Пархоменко 

На основі системи нелінійних рівнянь дифузійного типу описані механізми самоорганізації ансамблів дефектів в 
опромінених матеріалах, що деформуються, з урахуванням неідеальності дифузійних потоків. Встановлена принципова 
можливість виникнення дисипативної дефектної структури в тому числі і режиму коливань.

THE DISLOCATION-VACANCY ENSEMBLES SELF-ORGANIZATION PECULIARITIES 
IN THE IRRADIATED DEFORMED MATERIALS

V.V. Krasilnikov, V.F. Klepikov,  S.E. Savotchenko, A.A. Parkhomenko 
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The defect ensembles self-organization mechanisms in the deformed irradiated materials taking into account the non-ideal 
diffusion fluxes has been described using non-linear diffusion type equations. The basic opportunity of occurrence of dissipative 
defect structure, including oscillatory mode is established. 
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